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Aufgabe 5.1

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Di�usionskapazität einer pn-Diode und dem Klein-
signalersatzwiderstand? 1P

Aufgabe 5.2

Was sind die beiden wesentlichen Vorteile einer Schottky-Diode gegenüber einer pn-Diode bei
Einsatz als Gleichrichter? 2P

Aufgabe 5.3

Wie groÿ ist die Early-Spannung eines Transistors im Nomalbetrieb, wenn der Kleinsignaler-
satzwiderstand zwischen Kollektor und Emitter im Arbeitspunkt IC.A = 5 mA rCE = 10 kΩ
beträgt? 1P

Aufgabe 5.4

Wie ist die Übergangs- und wie ist die Grenzfrequenz der Stromverstärkung eines Transistors
de�niert? 2P

Aufgabe 5.5

Wie wirkt sich der Hochstrome�ekt auf die Stromverstärkung und auf die Grenzfrequenz aus. 2P

Aufgabe 5.6

Berechnen Sie für das vereinfachte Transportmodell in der nachfolgenden Abbildung mit

IB.N =
IS
BN

· e
UBE
UT ; IB.I =

IS
BI

· e
UBC
UT

und den Transistorparametern IS = 10 fA, (Sättigungsstrom), BN = 300 (Stromverstärkung Nor-

malbetrieb) und BI = 3 (Stromverstärkung Inversbetrieb) den Basis- und den Kollektorstrom für
UBE = 0,7 V und die vier Werte von UCE: 0,25V, 0,2V, 0,15V und 0,1V. 4P
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